54 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 01/2017

w zaleznosci od predkosci obrotowej na gtéwnym wale (2) walco-
wego wirnika (1).
(1 zastrzezenie)
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AT (21) 412894 (22) 2015 06 29

(51) HO2M 3/335 (2006.01)
HO1F 27/24 (2006.01)
HO1F 27/28 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) WOREK CEZARY

(54) Przetwornica izolacyjna

(57) Przetwornica izolacyjna DG-DC do przetwarzania napiecia
statego wejsciowego +E; -E na napiecie state wyjsciowe, zawieraja-
ca falownik do przetwarzania napiecia statego wejsciowego +E; -E
na napiecie zmienne, ukfad ksztattujacy napiecie zmienne i ukfad
prostujacy uksztattowane napiecie zmienne na napiecie state wyj-
sciowe. Przetwornica charakteryzuje sie tym, ze ukfad ksztattujacy
zawiera modut izolacyjny (IM), zawierajacy: obwdd magnetyczny
wejsciowy (MC1) zawierajacy ksztattke ferromagnetyczng wejscio-
wa (121), na ktéra nawiniete jest uzwojenie wejsciowe (111) przy-
taczone do ksztattowanego napiecia zmiennego; obwdd magne-
tyczny wyjsciowy (MC2) zawierajacy ksztattke ferromagnetyczng
wyjsciowa (123), na ktérg nawiniete jest uzwojenie wyjsciowe (113)
potaczone z uktadem prostujgcym, przy czym ksztattka ferroma-
gnetyczna wyjsciowa (123) jest odizolowana elektrycznie od ksztatt-
ki magnetycznej wejsciowej (121); przy czym obwdd magnetyczny
wejsciowy (MC1) jest sprzegniety z obwodem magnetycznym
wyjsciowym (MC2) za pomoca uzwojenia sprzegajacego (112),
ktére jest nawiniete na ksztattke magnetyczng wejsciowa (121)
i ksztattke magnetyczna wyjsciowa (123) zzachowaniem odlegtosci
(d1 - d6) pomiedzy uzwojeniem sprzegajacym (112) a uzwojeniem
wejsciowym (111), ksztattka magnetyczng wejsciowa (121), ksztatt-
ka magnetyczng wyjsciowa (123) i uzwojeniem wyjsciowym (113)
nie mniejszych niz odlegto$¢ izolacyjna; przy czym wspoétczynnik
sprzezenia k pomiedzy uzwojeniem wejsciowym (111) a uzwoje-
niem wyjsciowym (113) jest mniejszy niz 0,75.

(13 zastrzezen)

Al (21) 412815 (22) 201506 23
1) HO2M 7/48 (2007.01)
1

) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia
2) STRZELECKI RYSZARD; HUSEV OLEKSANDR, EE

54) Uktad falownika wielopoziomowego
obnizajgco-podwyzszajacego napiecie

(57) Przedmiotem wynalazku jest ukfad falownika wielopozio-

mowego obnizajaco-podwyzszajacego napiecie, w ktérym ostat-

nia gataz fazowa falownika (FZ) sktada sie z czterech sterowanych

tacznikéw potprzewodnikowych o zwiekszonej wytrzymatosci
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napieciowo-pradowej (SZ1, SZ2, SZ3, SZ4), a gorny zacisk skrajne-
go gornego tacznika sterowanego (SZ1) jest potaczony z gérnym
zewnetrznym zaciskiem weztowym (ZW1), a dolny zacisk skrajnego
dolnego tacznika sterowanego (SZ4) jest potaczony z dolnym ze-
wnetrznym zaciskiem weztowym (ZW5).

(1 zastrzezenie)
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Al (21) 412817
(51) HO2M 7/48 (2007.01)

(71)  AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia
(7

(

(22) 201506 23

2) STRZELECKIRYSZARD; HUSEV OLEKSANDR, EE

54) Falownik ze zintegrowanym stopniem
podwyzszajacym napiecie

(57) Przedmiotem wynalazku jest falownik ze zintegrowanym
stopniem podwyzszajacym napiecie, w ktérym ostatnia gataz fa-
zowa (FZ) sktada sie z dwoch w peni sterowanych tacznikdw pot-
przewodnikowych o zwiekszonej wytrzymatosci napieciowo-pra-
dowej (SZ1, SZ2) i jest potgczona swoim poczatkiem z biegunem
ujemnym zrédia napiecia oraz dolnym biegunem pierwszego kon-
densatora (C1) a swoim koncem z koricem drugiego dtawika (L2)
oraz gérnym biegunem drugiego kondensatora (C2), a szyna do-
datnia falownika (P) jest pofgczona z gérnym biegunem pierwsze-
go kondensatora (C1).

(1 zastrzezenie)

_______

Al (21) 417051  (22) 2016 05 02

(51) HO2P 27/04(2016.01)
HO3K 9/06 (2006.01)
HO2P 29/20 (2016.01)

1) POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA, Kielce

2) ZAWARCZYNSKI LUKASZ

4) Ukfad demodulacji napiecia zasilania stojana silnika
napedu falownikowego

(57) Uktad charakteryzuje sie tym, ze pomiedzy uklad stero-

wania (US) a koncoéwke mocy z tranzystorami (KMzT) wiaczony
jest uktad izolacji optycznej (I0) potaczony z przetwornikiem
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